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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation com osée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a pour ~bje. de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domain s >
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes interna ‘onz'2s.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationa' inte 2sse par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouve:: =me. *.ies, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec | Drganisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux yrganisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représe:.'~rt, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comiit’s natiynaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandation. [ntei ationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agr.¢s comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités natioriou =~ de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes in*z naiw."nales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme.de (1 CE! et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cett~ de nié:»

La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage con me .1dication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conform¢ a 'unc de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des élémen... 2 la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 1e propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61643-34: a éie établie par le sous-comité 37B: Composants
spécifiques aux parafoudres et aux cisrosiufs de protection contre les surtensions, du comité
d’études 37 de la CEIl: Parafoudres

Le texte de cette norme est issu dvs documents suivants:

FDIS Rapport de vote

I— 37B/58/FDIS 37B/61/RVD

[S

Le rapport de vcte indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'appi xbavon de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

v ‘annxe \ fait partie intégrante de cette norme.

L'unnexe B est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization com~»rising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to.oro.1ote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fic'ds. "o
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prepratiin is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dezlt wih may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental orgai.’~.atic 2s 'iaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agre=ment Lz2tween the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearn,, as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical cemmi. =e hé¢ s representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international v e ar. 1 are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they .-= accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committeec .iccrtake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in tkcir navonal and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding na ‘ona or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its ar=rov.! and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its sta \dards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elemern.s of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61643-341._hos i een prepared by subcommittee 37B, Specific
components for surge arresters and surge o rotective devices, of IEC technical committee 37:
Surge arresters.

The text of this standard is ba=ed on the following documents:

FDIS Report on voting
| 37B/58/FDIS 37B/61/RVD

Full informatior.on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicatd 1.the above table.

This puhlicaticn has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annox A 1orms an integral part of this standard.

~anex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

reconfirmed;
withdrawn;
replaced by a revised edition, or

amended.
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COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61643 est une norme de spécification d'essai pour les
composants de parafoudres a thyristor (TSS) destinés a limiter les surtensions et a écoulcr les
courants de foudre par des actions de dérivation. Ces composants peuvent étre utilisés dans la
construction de dispositifs de protection contre la foudre, particulierement dans le domcine des
télécommunications.

La présente norme contient des indications sur

— les termes, symboles littéraires et définitions,
— les fonctions fondamentales, les configurations et la structure des coi2po:>ants,
— les conditions de fonctionnement et les modes de défaillance,

— la vérification et la mesure des caractéristiques.
2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dichoxitions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valabl:s pour la présente partie de la CEIl 61643.
Pour les références datées, les amendements ultér.~urs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 61643 sont invitées a rechercher la pussihkilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres 2cur les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’2npiicie. Les membres de la CEl et de I''SO possédent
le registre des Normes internationale s ~n vigueur.

CEI 60050(191), Vocabulaire. .Ele xtrocechnique International (VEI) — Chapitre 191: Sdreté de
fonctionnement et qualité de-carvica

CEI 60050(702), Vocabu.aire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 702: Oscillations,
sighaux et dispositifs acsociés

CEIl 60099-4, i"arafouu'es — Partie 4: Parafoudres a oxyde métallique sans éclateur pour
réseaux a cou-ant alternatif

CEIl 60.'21-3-3, Classification des conditions d'environnement — Partie 3: Classification des
girupamoents des agents d'environnement et de leurs sévérités — Section 3: Utilisation a poste
firze, nrote 36 contre les intempéries

C=Il 60721-3-9, Classification des conditions d'environnement — Partie 3: Classification des
groupes des paramétres d'environnement et leurs sévérités — Section 9: Microclimats a
l'intérieur des produits

CEl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets — Premiére partie:
Généralités

CEIl 60747-2:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Partie 2: Diodes de redressement
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COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

1 Scope

This part of IEC 61643 is a test specification standard for thyristor surge suppressor (TSS)
components designed to limit overvoltages and divert surge currents by clipping and
crowbarring actions. Such components are used in the construction of surge protective
devices, particularly as they apply to telecommunications.

This standard contains information on

— terms, letter symbols, and definitions
— basic functions, configurations and component structure
— service conditions and fault modes

— rating verification and characteristic measurement
2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61643. For dated references, subsequent amend-
ments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 61643 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(191), International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 191: Dependability and
quality of service

IEC 60050(702), International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 702: Oscillations,
signals and related devices

IEC 60099-4, Surge arrestors — Part 4: Metal-oxide surge arrestors without gaps for a.c.
systems

IEC 60721-3-3, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 3: Stationary use at weather-
protected locations

IEC 60721-3-9, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 9: Microclimates inside products

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General

IEC 60747-2: 1983, Semiconductor devices Discrete devices and integrated circuits — Part 2:
Rectifier diodes
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CEIl 60747-6:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Sixieme partie: Thyristors
NOTE Le parafoudre a thyristor présente des caractéristiques et des utilisations assez différentes de celles des

thyristors traités dans la CEl 60747-6. Ces différences nécessitent la modification de la description de quelques
caractéristiques et l'introduction de nouveaux termes. Ces changements sont indiqués dans I'article 3.

CEI 60749:1996, Dispositifs & semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesures — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61083-1:1991, Enregistreurs numériques pour les mesures pendant les essais de choc a
haute tension — Partie 1: Prescriptions pour les enregistreurs numériques

ITU-T Recommandation K.20:1996, Immunité des équipements de commutation des
télécommunications aux surtensions et aux surintensités

ITU-T Recommandation K.21:1996, Immunité des terminaux d’abonnés aux surtensions et aux
surintensités

ITU-T Recommandation K.28:1993, Caractéristiques des modules de parasurtension a
semiconducteurs destinés a assurer la protection des installations de télécommunication
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IEC 60747-6:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 6:
Thyristors

NOTE The TSS has substantially different characteristics and usage to the type of thyristor covered by IEC
60747-6. These differences necessitate the modification of some characteristic descriptions and the introduction of
new terms. Such changes and additions are indicated in clause 3.

IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61083-1:1991 Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests — Part 1:
Requirements for digital recorders

ITU-T Recommendation K.20:1996 Resistibility of telecommunication switching equipment to
overvoltages and overcurrents

ITU-T Recommendation K.21:1996 Resistibility of subscribers’ terminal to overvoltages and
overcurrents

ITU-T Recommendation K.28:1993 Characteristics of semi-conductor arrester assemblies for
the protection of telecommunications installations





